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  مقدمه مترجمين

  
را در  هـا اين امكان بوجود آمد كه مدارات مجتمع و از جمله حافظه CMOSهاي آوريبا پيشرفت در فن

نيز از اين قاعـده مسـتثني   ) SRAMحافظه دسترسي تصادفي ايستا (سازي نمود. هاي بالا پياده ظرفيت
همچنـين بـدليل    .شـود استفاده مي LSIدهنده منطق اي به عنوان حافظه نمايشبطور گستردهنبوده و 

و آرايـه   مناسب سلول طراحي .كاهداستفاده از فرآيند مدارات منطقي مشابه از هزينه فرآيند اضافي مي
امـري  قابل اطمينان  LSIجهت دستيابي به  عملكرد بالا، توان كم، هزينه پايين و منطق  SRAMسلول 
  ناپذير است.  اجتناب

و  CMOSهـاي  آوريفناز  با استفاده SRAMويژگي مهم اين كتاب، سادگي بيان ساختارهاي مختلف 
سازي نيز در فهم هرچه بيشتر اين ساختارها به خواننـده   باشد. ارائه شبيه مشكلات و مزاياي هركدام مي

  كند. كمك مي
صميمانه قـدرداني و   ،ي رساندندرا در تهيه اين مجموعه يار در اينجا لازم است از دوستان عزيزي كه ما

  تشكر نماييم.
گذراننـد   كنند و اساتيدي كه آن را پيش رو مي در پايان از كليه دانشجوياني كه اين كتاب را مطالعه مي

كنيم مارا از نظرات و پيشنهادات سازنده خود محروم نساخته، آن را به اطـلاع مـا برسـانند تـا      تقاضا مي
  ه قرار گيرد.براي نسخ بعدي مورد استفاد

  
  ضياءبخشسهيل  -صنم سهرابي

  پژوهشكده ميكروالكترونيك ايران
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